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บทคัดยอ 
 

ในงานวิจัยนี้ ไดศึกษาผลของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงซิงกออกไซดท่ีเคลือบดวย
ฟลมบางนิกเกิลออกไซดท่ีความหนาตางๆ ในโฟโตอิเล็กโทรดและเคานเตอรอิเล็กโทรด  ฟลมบาง
นิกเกิลออกไซดเตรียมโดยเทคนิคการระเหยดวยความรอนไปยังแผนรองรับกระจกที่เคลือบดวย
สารนําไฟฟา FTO ตรวจหาลักษณะเฉพาะของฟลมบางดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
กราด เคร่ืองอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโคป และสเปกโทรเมทรีของการสะทอนกลับแบบ
รัทเทอรฟอรด โครงสรางท่ัวไปของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงประกอบดวย กระจกท่ี
เคลือบดวยสารนําไฟฟา/ซิงกออกไซดทําหนาท่ีเปนโฟโตอิเล็กโทรด อีโอซินวายทําหนาท่ีเปนสี
ยอมไวแสง สารละลายไอโอดีน/ไอโอไดนทําหนาท่ีเปนอิเล็กโทรไลต และแพลทินัม/กระจกท่ี
เคลือบดวยสารนําไฟฟาทําหนาท่ีเปนเคานเตอรอิเล็กโทรด สําหรับการประยุกตใชในโฟโต
อิเล็กโทรด ซิงกออกไซดจะถูกเคลือบดวยฟลมบางนิกเกิลออกไซดเพื่อเปนแนวกําแพงศักยดวย
ปริมาณสารต้ังตน 0.2, 0.6, 1.1 และ 2.2 มิลลิกรัม ท่ีความหนา 8.4, 10.4, 12.9 และ 18.4 นาโนเมตร 
ตามลําดับ สําหรับการประยุกตใชในเคานเตอรอิเล็กโทรด กระจกท่ีเคลือบดวยสารนําไฟฟาจะถูก
เคลือบดวยฟลมบางนิกเกิลออกไซดเพื่อท่ีจะเพิ่มอัตราสวนของพื้นท่ีผิวตอปริมาตรดวยปริมาณสาร
ตั้งตน 5.4, 10.8, 16.2 และ 21.6 มิลลิกรัม ท่ีความหนา 34.5, 61.6, 88.7 และ 115.8 นาโนเมตร 
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ตามลําดับ ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาในเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอม
ไวแสงซิงกออกไซดไดทดสอบภายใตแสงอาทิตยจําลอง จากเครื่องจําลองแสงอาทิตยท่ีมีความเขม
แสง 100 มิลลิวัตตตอตารางเซนติเมตร จากการศึกษาพบวาเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงซิงก
ออกไซด ท่ีเคลือบดวยนิกเกิลออกไซดหนา 10.4 นาโนเมตร ในโฟโตอิเล็กโทรด และท่ีความหนา 
61.6 นาโนเมตร ในเคานเตอรอิเล็กโทรด ใหคาประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานแสงเปนพลังงาน
ไฟฟาท่ีสูงท่ีสุด 1.00% และ 0.92% ตามลําดับ การเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานแสง
เปนพลังงานไฟฟาโดยการเคลือบของฟลมบางนิกเกิลออกไซดอธิบายไดดวยการลดการไหล
ยอนกลับของประจุในโฟโตอิเล็กโทรดและการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีผิวสัมผัสในเคานเตอรอิเล็กโทรด 
นอกจากนี้ งานวิจัยยังไดมีการศึกษาถึงเง่ือนไขท่ีเหมาะสมของโฟโตอิเล็กโทรดและเคานเตอร
อิเล็กโทรดและนํามาใชรวมกันดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฉ

 
Thesis Title Effect of Nickel Oxide Thin Films on Photoconversion 

Efficiency in Zinc Oxide Dye-sensitized Solar Cells   
 
Author  Mr. Surat Futemvong 
 
Degree  Master of Science (Applied Physics) 
 
Thesis Advisor  Asst. Prof. Dr. Supab  Choopun 

 

ABSTRACT 
 

In this study, ZnO dye-sensitized solar cells (ZnO DSSCs) with different thickness of 
NiO thin films coated in photo-electrode and counter-electrode were investigated. NiO thin films 
were prepared by thermal evaporation of NiO onto FTO glass substrate. The films were 
characterized by field-emission scanning electron microscopy, UV-visible spectroscopy and 
Rutherford backscattering spectrometry. The general structures of DSSCs were FTO/ZnO as a 
photo-electrode, Eosin Y as a dye sensitizer, iodine/iodide solution as an electrolyte and Pt/FTO 
as a counter-electrode. For the photo-electrode, NiO thin films were coated on ZnO with 0.2, 0.6, 
1.1 and 2.2 mg to form a barrier layer which corresponding to 8.4, 10.4, 12.9 and 18.4 nm, 
respectively. For the counter-electrode, NiO thin films were coated on FTO glass with 5.4, 10.8, 
16.2 and 21.6 mg in order to increase a surface-to-volume ratio which corresponding to 34.5, 
61.6, 88.7 and 115.8 nm, respectively. The photoconversion efficiency of ZnO DSSCs was 
measured under illumination of stimulated sunlight obtained from solar simulator with the radiant 
power of 100 mW/cm2. It was found that ZnO DSSCs coated with 10.4 nm of NiO in photo-
electrode and 61.6 nm of NiO in counter-electrode exhibited the highest photoconversion 
efficiency of 1.00% and 0.92%, respectively. The enhancement of photoconversion efficiency 
with NiO coating may be explained by decreasing of charge recombination in photo-electrode   
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and increasing of active surface area in counter-electrode. Moreover, DSSC with the optimal 
conditions of photo-counter-electrode was also investigated.  


